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(4-1) Identification of the prepared compounds 

8

In2Te5

2

3

(XRD)

(XRD)

 In2Te5 

48sharp peaks

d2θ
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Joint Committe on powder 

diffraction standards (JCPDS) 

In2Te5

01-071-010948

In2Te5



 441.4,c


 12.765b,15.630a

In2Te5 

transport properties

electronic devices

IC integrated circuit

(TEP)

switching phenomena
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 In2Te5يوضح حيود الأشعة السينية للمركب الثنائي الشالكوجنيدي  (1-4)شكل 

count 
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البطاقة المحسوبة والمسجلة في (  d)  و (( 2θ يوضح قيم( : 1-4)جدول 

    0109-071-01 العيارية للمركز الدولي لنتائج  حيود الأشعة السينية رقم
 In2Te5للمركب 

 
Table(4-1) :values of (2θ) and (d) which is calculated and that 

recorded in JCPDS card NO 01-071-0109 for In2Te5 

   بالأنجستروم    dقيمة  

 

2θ 
 

 المسجلة في البطاقة العيارية

Recorded in JCPDS card NO              

01-071-0109 

 

 المحسوبة

Calculated 

6.75 

 

6.75 13.1 

4.01 

 

4.00 22.2 

3.37 

 

3.37 26.4 

3.29 

 

3.25 27.4 

3.13 

 

3.13 28.5 

2.76 

 

2.78 32.2 

2.62 

 

2.63 34 

2.60 

 

2.60 34.4 

2.53 

 

2.55 35.1 

2.34 

 

2.35 38.2 

2.28 

 

2.30 39.1 

2.25 

 

2.24   40.3 
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8 targetcopper2filternickle 

320 mA 440 kV

1


 λ=1.5405

chart speed parameter

10 mm / min°5°70

   بالأنجستروم    dقيمة  

 

2θ 
 

 العيارية المسجلة في البطاقة

Recorded in JCPDS card NO                      

01-071-0109 

 المحسوبة

Calculated 

2.17 

 

2.17 41.5 

2.05 

 

2.05 44.1 

2.03 

 

2.03 44.6 

1.92 

 

1.92 47.3 

1.85 

 

1.86 49 

1.82 

 

1.81 50.1 

1.77 

 

1.78 51.2 

1.69 

 

1.69 54.2 

1.67 

 

1.67 54.9 

1.57 

 

1.57 58.9 
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In2Te5

(4-2) Influence of temperature on the electrical conductivity 

and Hall effect for In2Te5 single crystal: 

198K558K

8In2Te5

2p-type

3In2Te5

 14.7×10
-2

 ( Ω . cm )
-1

4373K473K

1

42σ

In2Te5σ
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 10
3
/T 

198K373K

extrinsic conductivity

373K473K

ρ

Na

aNp 

exhaustion region

transition region
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الثنائي  البلوري للمركب ية على درجة الحرارةائاعتماد الموصلية الكهربيوضح  ( 2 - 4)شكل 

 In2Te5الشالكوجنيدي 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

ln


  
( 

o
h

m
 .

c
m

  
)-1

1000/ T   ( K )
-1
  

 

 

( 10
3
 / T )    K

-1
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473K558K

intrinsic conductivity

valance level

∆Eg

(2-27)

 impurity or extrinsic 

conductivity

Ea= 0.14 eVΔ

(2-23)

0.88 eV=∆Eg
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p-type1974Verkelis

Nassary et al (2003)

43) Hall coefficient HR (

In2Te5 198K558K

HR

198K373KHR

  473K558K

RH

= 4.6×10
4
 cm

3
/C HR

(2-63)

)(ln 2/3TRH1/T

44gE

In2Te5

eVEg 88.0
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 العلاقة بين اللوغاريتم الطبيعي لمعامل هول ومقلوب درجة الحرارة يوضح  ( 3-4)شكل 

 In2Te5الثنائي الشالكوجنيدي  البلوري للمركب

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

ln
 R

H
 (

c
m

3
 /
 C

 )
  

1000/ T
º
 (K)

-1

     

( 10
3
 / T )    K

- 1
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RHT)تغيريوضح  ( 4-4)شكل 
3/2

 )ln   الثنائي  البلوري للمركب مع مقلوب درجة الحرارة

 In2Te5الشالكوجنيدي 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

20.5

ln
 R

H
 T

3
/2
 (

 c
m

3
.K

3
/2
 /
 C

 )

1000/ T
º
 (K)

-1

 

( 10
3
 / T )    K

- 1
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ln
 R

H
 T

  
3

/2
 ( 

cm
3
.K

 /
 C

)
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)( 2/3TRH

)( 2/3TRH

 

Ea= 0.14 eVΔ

(2-14)

     1/T

41

2 -14 

∆Eg/2KB

∆Eg=0.88 eV

Ea 

0.14 eV

pln
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 رة ومقلوب درجة الحرا لثقوبالعلاقة بين اللوغاريتم الطبيعي لتركيز ايوضح  (5 -4)شكل 

 In2Te5الثنائي الشالكوجنيدي  البلوري للمركب

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

31.0

31.5

32.0

32.5

33.0

33.5

34.0

34.5

ln
 P

(c
m

-3

)

T
(10

3
 / T )  K

-1 
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p = 1.3×10
14

 cm
-3

 

 HH R

HHall mobility

41

198K 373K




p

p

p
m

e





n

n
n

m

e

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 لمركبا لدرجة حرارة الطبيعياللوغاريتم مع  ثقوب سلوك حركية ال يوضح (6 -4)شكل 

 In2Te5لثنائي الشالكوجنيدي ا البلوري

5.8 5.9 6.0 6.1 6.2

8.70

8.75

8.80

8.85

8.90

8.95

9.00

ln
 

p
  

(c
m

2
/V

.s
 )

  ln T    (K) 
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n

ph T n1.92

n1.112

In2Te3Sen and Bose (1984) 

= 6.866×10
3
 cm

2
/V.secp

43

In2Te5

(4-3) Temperature dependence of thermoelectric power for 

binary chalcogenide Indium polytelluried In2Te5 crystals 
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153K    450 K 

 αIn2Te5

TEP41

α153K

313Kα

360K450K

  α217.8 μV/K450K

  

In2Te5


